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1．緒言 

変換効率 35%を超える高効率太陽電池の実

現には、多接合構造が不可欠である。

Ag(In,Ga)Se2 (AIGS)は、In と Gaの組成比を制

御することでバンドギャップを 1.24～1.83 eV

と変化させることができ、トップセル材料とし

て適した高いバンドギャップが得られる。しか

しながら、多接合太陽電池のトップセルとして

用いるにはまだ変換効率が低いことが課題で

ある。1つの原因として、バッファ層として用

いているCdSとAIGS間での界面再結合が効率

低減要因だと考えた。そこで、バッファ層を替

えることで伝導帯不連続量を制御し、AIGS太

陽電池の高効率化を狙った。 

2．実験方法 

 LiF/ZnO:B/i-ZnO/buffer/AIGS/Mo/SLG構造を

有する AIGS 太陽電池を評価に用いた。AIGS

のバンドギャップはトップセルに要求される

約 1.75 eV に制御した。AIGS を製膜後、NaF

を堆積させポストアニールを行っている。バッ

ファ層は、CdS、ZnS(O,OH)共に溶液成長法に

て製膜を行った。 

3．結果及び考察 

CdS/AIGS 間の伝導帯不連続量を正・逆光電

子分光法にて測定したところ、－0.4～－0.5 eV

とクリフ構造となっており、界面で再結合が起

こっていることが示唆された[1]。CdS の電子親

和力は 4.2 eV であるのに対し、ZnS(O,OH)は

3.5 eV である。そこで、ZnS(O,OH)バッファ層

を導入し、伝導帯不連続量の改善を狙った。

Table I に各バッファ層のセル特性を示す。

ZnS(O,OH)バッファ層の導入により、開放電圧

(VOC)と短絡電流密度(JSC)は向上した。しかし

ながら、曲線因子(FF)が低下し、変換効率(Eff)

の向上には至らなかった。FF が低下した原因

をシミュレーションにて解析したところ、順方

向バイアス印加時において電子注入を阻害す

る障壁が ZnO/ZnS(O,OH)間に生じていること

が分かった。そこで、ZnO/バッファ層、バッ

フ ァ 層 /AIGS 両 界 面 を 改 善 で き る

CdS/ZnS(O,OH)ハイブリッドバッファ層を導

入することで、9.4%と世界最高レベルの変換

効率を得ることに成功した。 

Table I. Cell performances of AIGS solar cells 

with different buffer layers. 

Buffer layer 
VOC 

[V] 

JSC 

[mA/cm2] 
FF 

Eff 

[%] 

CdS 0.93 16.1 0.52 7.8 

ZnS(O,OH) 1.01 16.6 0.37 6.1 

CdS/ZnS(O,OH) 0.96 17.3 0.56 9.4 
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